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Mitsubishi Electric utvecklar SiC-kraftenhet med enastaende

energieffektivitet
Den bidrar till forbattrad tillforlitlighet och energieffektivitet i kraftelektronikutrustning som anvands
inom allt fran hemelektronik till industrimaskiner

TOKYO den 22 september 2017 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelar att foretaget
har utvecklat en kraftenhet av kiselkarbid (SiC) med vad som tros vara varldens hégsta energieffektivitet i

en enhet av det har slaget. Den nyutvecklade enheten &r konstruerad for att installeras i kraftmoduler och
kraver inte en snabb skyddskrets for att avbryta stromforsoérjningen nar Overstrdm upptécks. Den nya
enheten bidrar till forbattrad tillforlitlighet och energieffektivitet i kraftelektronikutrustning som anvénds i en

mangd olika tillampningar, t.ex. hemelektronik, industrimaskiner och jarnvagsdrift.

* Enligt Mitsubishi Electrics efterforskningar hade den nya SiC-enheten, vid tidpunkten for detta tillkdnnagivande, varldens
hogsta energieffektivitet bland alla kraftenheter i 1200 V-klassen med en Kkortslutningstid éverstigande 8 ps.

Mitsubishi Electrics utveckling av nya SiC-enheten presenterades forsta gangen pa 2017 International
Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM 2017) som holls i Washington D.C. den
17-22 september 2017.
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Fig. 1: Tvarsnittsvy av den nyutvecklade Fig. 2: Minskad effektférlust med
SiC-MOSFET:en den nyutvecklade strukturen

Den nya enhetens Overlagsna tillforlitlighet och effektivitet ar resultatet av en ny egenutvecklad
source-struktur. |  konventionella falteffekttransistorer med metalloxidhalvledare, sd kallade
MOSFET-transistorer, ar source-omradet utformat som ett enda omrdde. Men Mitsubishi Electric har
introducerat ytterligare ett omrade i source-omradet for att styra sourcens serieresistans i SiC-MOSFET:en
(se fig. 1). Inforandet av den hdr strukturen minskar forekomsten av for hoga strommar orsakade av
kortslutningar. Som ett resultat minskas on-resistansen i SiC-MOSFET med 40 procent vid rumstemperatur
och effektforlusten med Gver 20 procent pa den generella Kortslutningstid som anvéands for

krafthalvledarkomponenter av kisel (se fig. 2) jamfért med konventionella SiC-MOSFET-enheter.”

™ Termen “on-resistans” syftar pd ett av de karakteristiska virdena for en halvledarkraftenhet och anges som en produkt av
enhetens yta och dess resistans. On-resistansvérdet sjunker nar en enhets storlek eller resistans minskas. Vardet 40 procent
erhélls genom att jamfora on-resistansen i den nya enheten med véra traditionella 1200 V SiC-MOSFET:ar.

En forenklad kretskonstruktion gor att tekniken kan tillimpas pa SiC-MOSFET:ar med olika
spanningsklassning. Beprévad kretsteknik anvands for att skydda kiselkomponenter fran skador i handelse
av kortslutning och kan tillampas pa befintliga SiC-MOSFET:ar utan modifiering. Det hér garanterar enkel

implementering av skyddande funktioner i kraftelektronikutrustning med SiC-MOSFET:ar.

Framtida utveckling

Mitsubishi Electrics utvecklingsteam kommer att ytterligare forfina den nya enheten med malet att géra den

kommersiellt tillganglig fran ar 2020.
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Bakgrund
Halvledarkraftenheter &r véasentliga komponenter i kraftelektronikutrustning som anvands i en méngd olika

tillampningar, t.ex. hemelektronik, industrimaskiner och jarnvagstdg. Mitsubishi Electric uppnar hog
energieffektivitetsklassning genom att anvanda SiC-MOSFET:ar som halvledarkraftenheter, vilket uppfyller
kraven pa hogre energieffektivitet och minskad storlek som &r vésentligt inom de omradena.

Kortslutningar i kraftelektronikutrustning kan orsaka stora dverstrommar in i halvledarkraftenheter, vilket
kan leda till att enheten skadas eller slutar fungera. For att forhindra detta maste Gverstrommar avbrytas sa
snabbt som mojligt. “Kortslutningstiden” &r den tid som en enhet kan tdla en &verstrom. Eftersom
resistansen i en SIC-MOSFET &r lagre dn i en Si-enhet tenderar 6verstrommar att bli stora, vilket resulterar i
en reducerad kortslutningstid. For att skydda SiC-MOSFET:ar fran skador maste dverstrommar i de har
enheterna avbrytas snabbare an i Si-enheter. Det har uppnar man vanligen genom att inkludera sarskilda
skyddskretsar for SIC-MOSFET:ar.

Det blir dessutom en avvagning mellan kortslutningstiden och on-resistansen. En lang kortslutningstid
kraver hog on-resistans och ett stort chip. Forbéattringar i den har avvagningen har lange efterfragats.

Strukturen i den nyutvecklade SiC-kraftenheten minskar kortslutningsstrémmen genom den Okade
resistansen till foljd av den temperaturékning som kortslutningen ledde till. Samtidigt halls on-resistansen pa
laga nivaer vid normala driftstemperaturer. Den har tekniken kan forbattra avvagningen mellan
kortslutningstid och on-resistans. Resultatet blir att en SiC-MOSFET med den nyutvecklade strukturen
samtidigt kan erbjuda hog tillforlitlighet, hdg energieffektivitet och minskad storlek.

Detaljer
1) Hog tillforlitlighet och effektivitet uppnas genom ny source-struktur

En ny struktur for att styra source-resistansen i en SiC-MOSFET har utvecklats genom att lata
source-strukturen bestar av olika delar. Pa liknande nivaer av on-resistans tillater den nya enheten att
sddana stora kortslutningsstrommar som kan leda till fel pa enheten undertrycks, vilket forlanger

enhetens kortslutningstid.
Baserat pa den allméanna kortslutningstid som anvands for Si-halvledarkraftenheter, ar on-resistansen i

den nya enheten 60 procent lagre an i vanliga Si-halvledarkraftenheter och 40 procent lagre an i en
SiC-MOSFET med en konventionell struktur (se fig. 3).
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Fig. 3: On-resistans vid rumstemperatur kontra kortslutningstid

Forenklad kretsdesign

Inom omradet kraftelektronikutrustning mojliggor en lang kortslutningstid en mindre komplex
kretsdesign, vilket forbattrar tillforlitligheten. Den nyutvecklade enheten kan driftsattas i
SiIC-MOSFET:ar med olika spérrspdnningar och latt anvdndas med de befintliga
kortslutningsskyddskretsar som anvands till Si-halvledarkraftenheter.

Hi#

Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har over 90 ars erfarenhet av att tillhandahalla
tillférlitliga  och hogkvalitativa produkter och ar en erkdand global ledare inom tillverkning,
marknadsforing och forséljning av elektrisk och elektronisk utrustning som anvénds i behandling av
information och kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik,
industriteknik, energi-, transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strévar efter att vara ett globalt
och ledande gront foretag som berikar samhallet med teknik genom att anamma andemeningen i foretagets
motto, Changes for the Better, och dess miljéredovisning, Eco Changes. Foretaget noterade att koncernens
forséljning hamnade pa 4 238,6 miljarder yen (37,8 miljarder dollar*) under rakenskapsaret som slutade
den 31 mars 2017. Har hittar du mer information:

http://www.MitsubishiElectric.com

*Med en vaxelkurs pa 112 yen till den amerikanska dollarn, vilket ar kursen som givits av Tokyobdrsen
den 31 mars 2017
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